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 زمینه های تحقیقاتی

 
 رشته: نانوالکترونیک و میکروالکترونیک

 (.… ,SOI-MOSFET, Junctionless, Nanowire, CNTFET, GNRFET)ازی انواع ترانزیستورهای ولتاژ پایین لسمد

 (.… , LDMOSFET-LDSOI MOSFET-HEMT)مدلسازی انواع ترانزیستورهای ولتاژ بالا  

 مدلسازی زیست حسگرهای الکترونیکی  

 ه به عنوان ترانزیستورمواد دوبعدی جدید نظیر گرافن و مدلسازی آن ها جهت استفاد

 

  سوابق آموزشی

  
  -تاکنون  94دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان از  -گاه گیلان دانش رسمی آزمایشی عضو هیات علمی

دانشکده فنی ملاصدرا  -دانشکده فنی مهندسی شرق گیلان  -سمنان  دانشگاه -تربیت معلم سبزوارتدریس در دانشگاههای  

 موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن  - واحد میلااس آزاد دانشگاه – رامسر

 اجرایی سوابق 
 -1403تا  1395شگاه مرکزی دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان از سرپرست آزمای

 عضو کمیته اجرایی دومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم  

 عضو کمیته علمی و اجرایی سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم

 المللی محاسبات نرم ندبیر علمی پنجمین کنفرانس بی

 تدریس شده تا کنون مایشگاههایزآدروس و 

 1الکترونیک . 

 2. الکترونیک 

 لیل سیستم ها تجزیه و تح · 
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 معادلات دیفرانسیل ·

 مدارات مجتمع خطی  ·

 . اندازه گیری الکتریکی 

 . مدارهای الکتریکی 

 . مدارات منطقی 

 1الکترونیک  آزمایشگاه ·

 مدرات منطقی   آزمایشگاه ·

   مدار  آزمایشگاه ·

 میکروکنترولر    اهآزمایشگ ·

 . ادوات نیمه هادی 

 ادی . تکنولوژی ساخت ادوات و قطعات نیمه ه

   VLSI. طراحی مداری های 

 . طراحی مدارها و شبکه ها بیاری کامپیوتر 

   
 ثبت اختراع

 
 دارای گواهی ثبت اختراع با موضوع ترانزیستور نانومقیاس با دیود تونلی ایساکی دوگانه 

 

 افتخارات

 
1398و  1396شگاه در سال های برتر دانپژوهشگر   

1402پژوهگر برتر استان گیلان در سال   

1403تا   1399درصد برتر دنیا از سال  2مندان قرار گرفتن در جمع دانش  
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 مقالات در ژورنالهای ملی 
 . 1389برق و کامپیوتر ایران. زی ادوات نیمه هادی. نشریه مهندسی کاربرد نگاشت فضایی عصبی در مدل سا .1

 .Nano-SOI 1397انسداد میدان الکتریکی جانبی از نواحی درین و سورس جهت بهبود اثرات کانال کوتاه در افزاره   .2

 مقالات در کنفرانس های ملی
 

 .  1388یران فرانس فیزیک امقاله نامه کن. عصبی فضایی نگاشت با میدانی اثر ترانزیستور  مدلسازی .1

2. Fuzzy Multiclass Weighted Support Vector Machine .2008. کنفرانس فازی مالک اشتر. 

 .1388طراحی پالایه با الگوریتم بهینه سازی جمعیت ذرات. نخستین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران.  .3

 .1390همایش منطقه ای تبادل اطلاعات. موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن. بهار  ، طراحی نرم افزاری برای استخراج دقیق مختصات دقیق هر منحنی دلخواه .4

 
 
 

 :عمومیفعالیت های 
افراد در معرض خطر، شبیه سازی کوانتوم اسپرسو، آشننایی پیشگیری از اعتیاد و شناسایی  -شرکت در کارگاه های مختلف از جمله تفکر هوشمند سازی، روش و فنون تدریس

ارتباط صنعت با دانشنگاه،  -ب، ضوابط و مقررات دانشگاهیبا شرایط و چگونگی استانداردهای ملی و بین المللی، اصول تعلیم و تربیت اسلامی، تاریخ و فلسفه علم، اسلام در غر

تبیین سند نقشه جامع علمی کشور و ماموریت های اسنتان  -تخلفات پژوهشی و اخلاق در علم، ضوابط و مقررات دانشگاهینقد و بررسی تفسیرهای تاریخی از دین، آشنایی با 

آشنایی با قوانین و دستورالعمل های دانشگاه و معرفت شناسی )سطح  -وزش مجازی، ضوابط و مقررات دانشگاهیآشنایی با دوره آم -گیلان در تحقق آن، روش و فنون تدریس

3) 


